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１．概要（Summary） 

1 m 波長帯の半導体レーザー開発＆レーザー加工プ

ロセスを実現するためには、レーザー素子を構成する高

利得特性を持つ活性層を有するエピタキシャル基板を適

用する必要がある。1 m 波長帯レーザーの条件を満た

す、化合物 InGaAs/GaAs 活性層の量子井戸構造の

試料を用いて微細加工プロセスを行う。 

本研究では、微細加工リッジ型半導体レーザープロセス

を行うために、NIMS の設備を利用しプロセスと評価を行

った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

高速マスクレス露光装置、プラズマ CVD 装置、化合物ド

ライエッチング装置、触針式表面段差計、走査電子顕微

鏡 

 

【実験方法】 

今回は、InGaAs 活性層の量子井戸構造のエピウエハ

ーに対して、試料を割り端面にステインエッチングを行い

SEM 観測でエピウエハーの評価とエッチング深さを確

認した。その後、エピウエハーにプラズマCVD装置を用

いて SiO2膜を形成させ、導波路パターニングを行い、化

合物ドライエッチング装置で活性層付近までドライエッチ

ングを行った。その後、エッチング面を SEM 観察で評

価を行った。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1 は InGaAs 活性層量子井戸構造のエピウエハ

ーの SEM 画像である。活性層までの構造が鮮明に見

え成長の厚みが正確に確認することができた。 

Fig. 2 はドライエッチングを行ったリッジ型半導体試料の

端面の SEM 画像である。この結果から活性層の深さ付

近まで綺麗に削られ、リッジ型半導体レーザーが製作出

来たことを確認できた。このエッチング条件を用いてより高

品質なレーザー加工プロセス開発を行う予定である。 
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Fig. 2 SEM image of Ridge structure etched 
by dry etching equipment  

Fig. 1 SEM image of InGaAs epiwafer 


